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Die Europäische Norm EN 60749-18:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gültigkeit

Die EN 60749-18 wurde am 2003-02-01 angenommen.

Nationales Vorwort

Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 631 �Halbleiterbauelemente� der DKE
Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zuständig.

Norm-Inhalt war veröffentlicht als E DIN EN 60749-18:2002-05.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 47 �Semiconductor devices� erarbeitet. Sie ergänzt die in
den bisher veröffentlichten Normen der Reihe IEC 60749 enthaltenen Prüfverfahren um ein bisher nicht
festgelegtes Prüfverfahren. Nach Abschluss der von IEC/TC 47 beschlossenen kompletten Überarbei-
tung der IEC 60749 und der Aufteilung in jeweils einen Teil der Reihe IEC 60749 je Prüfverfahren wird
die Reihe der Normen voraussichtlich aus 36 Teilen bestehen.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2007 unverändert
bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
� bestätigt,
� zurückgezogen,
� durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
� geändert.
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Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2003-02-01 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu
erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen
Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mit-
glied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie
die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden,
der Schweiz, der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn und dem
Vereinigten Königreich.
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© 2003 CENELEC � Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
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Vorwort

Der Text des Schriftstücks 47/1657/FDIS, zukünftige 1. Ausgabe von IEC 60749-18, ausgearbeitet von dem
IEC TC 47 �Semiconductor devices�, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von
CENELEC am 2003-02-01 als EN 60749-18 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

� spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung übernommen werden
muss (dop): 2003-11-01

� spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden
müssen (dow): 2006-02-01

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60749-18:2002 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung
als Europäische Norm angenommen.
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